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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素領域及び非画素領域を有する基板と、
　前記画素領域の基板上に位置する有機電界発光素子と、
　前記基板を封止する封止基板と、
　前記基板と前記封止基板との間に位置し、かつ前記有機電界発光素子を覆うシール材と
、を備え、
　前記非画素領域は、
　前記封止基板の一面に位置し、かつ前記シール材の外周に沿って位置する溝と、
　前記基板と前記封止基板との間に位置し、かつ前記溝の外周に沿って位置するガラスフ
リットと、を含み、
　前記シール材は、前記基板と封止基板との間の前記溝で囲まれる領域を前記ガラスフリ
ットに接することなく満たすことを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記溝は、前記シール材の外周全体に位置することを特徴とする請求項１に記載の有機
電界発光表示装置。
【請求項３】
　前記溝は、２０－３００μｍの深さを有することを特徴とする請求項１または２に記載
の有機電界発光表示装置。
【請求項４】
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　前記溝は、０．１－５ｍｍの幅を有することを特徴とする請求項１から３のいずれかに
記載の有機電界発光表示装置。
【請求項５】
　前記有機電界発光素子は、半導体層と、ゲート電極と、ソース／ドレイン電極とを含む
薄膜トランジスタをさらに備えることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の有
機電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記ガラスフリットは、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸
化バリウム（ＢａＯ）、酸化リチウム（Ｌｉ２Ｏ）、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）、酸化
カリウム（Ｋ２Ｏ）、酸化ホウ素（Ｂ２Ｏ３）、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）、酸化テルル（ＴｅＯ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、二酸化シリコ
ン（ＳｉＯ２）、酸化鉛（ＰｂＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ）、酸化リン（Ｐ２Ｏ５）、酸化
ルテニウム（Ｒｕ２Ｏ）、酸化ロジウム（Ｒｈ２Ｏ）、酸化フェライト（Ｆｅ２Ｏ３）、
酸化銅（ＣｕＯ）、酸化チタニウム（ＴｉＯ２）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビ
スマス（Ｂｉ２Ｏ３）、酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３）、ホウ酸鉛ガラス、リン酸スズガ
ラス、バナジン酸ガラス、及びホウケイ酸ガラスよりなる群から選ばれた１種の物質また
はこれらのいずれかの物質の組み合わせよりなることを特徴とする請求項１から５のいず
れかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記ガラスフリットの高さは、１０－３００μｍであることを特徴とする請求項１から
６のいずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　前記ガラスフリットは、前記封止基板の前記溝の外周に位置することを特徴とする請求
項１から７のいずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項９】
　前記シール材は、ＵＶ硬化型または熱硬化型であることを特徴とする請求項１から８の
いずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１０】
　前記シール材は、透明シール材であることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記
載の有機電界発光表示装置。
【請求項１１】
　前記有機電界発光素子を覆う保護膜をさらに備えることを特徴とする請求項１から１０
のいずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１２】
　前記請求項１－１１に記載の有機電界発光表示装置を製造するための方法であって、
　画素領域及び非画素領域を有する基板を用意する段階と、
　前記画素領域の基板上に有機電界発光素子を形成する段階と、
　前記基板に対向する封止基板を用意する段階と、
　前記基板の画素領域を取り囲む領域に対応する前記非画素領域の封止基板の一部領域に
溝を形成する段階と、
　前記封止基板の前記溝で定義された領域の外側にガラスフリットを形成する段階と、
　前記封止基板の前記溝で定義された領域内にシール材を形成する段階と、
　前記シール材が前記基板と封止基板との間の前記溝で囲まれる領域を前記ガラスフリッ
トに接することなく満たすように前記基板と前記封止基板とを張り合わせる段階と、を備
えることを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記基板と前記封止基板とを張り合わせた後、前記ガラスフリットにレーザーを照射し
、前記シール材を硬化させる段階をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の有
機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】
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　前記溝を形成する段階では、エッチング、サンドブラストまたはモールディング法を使
用することを特徴とする請求項１２または１３に記載の有機電界発光表示装置の製造方法
。
【請求項１５】
　前記有機電界発光素子を形成した後、前記有機電界発光素子を覆う保護膜を形成する段
階をさらに備えることを特徴とする請求項１２から１４のいずれかに記載の有機電界発光
表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記ガラスフリットは、スクリーン印刷法またはディスフェンシング法を使用して形成
することを特徴とする請求項１２から１５のいずれかに記載の有機電界発光表示装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光表示装置及びその製造方法に関し、より詳細には、基板と封止
基板とをガラスフリットで封止する場合に、ニュートンリング現象を防止することができ
、耐久性及び封止効果を向上させることができる有機電界発光表示装置及びその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、陰極線管（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）のような従来の表示素子の問題
点を解決する液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉ
ｃｅ）、有機電界発光装置（ｏｒｇａｎｉｃ　ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ
　ｄｅｖｉｃｅ）またはＰＤＰ（ｐｌａｓｍａ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）のような
平板型表示装置（ｆｌａｔ　ｐａｎｅｌ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ）が注目されて
いる。
【０００３】
　液晶表示装置は、自発光素子でなく、受光素子であるから、明るさ、コントラスト、視
野角及び大面積化などには限界がある。また、ＰＤＰは、自発光素子ではあるが、他の平
板型表示装置に比べて重さが重く、且つ消費電力が高く、製造方法が複雑であるという問
題点がある。
【０００４】
　これに対し、有機電界発光表示装置は、自発光素子であるから、視野角、コントラスト
などに優れていて、且つバックライトが不要なので、軽量及び薄形化が可能であり、消費
電力の側面においても有利である。また、直流の低電圧駆動が可能であり、かつ応答速度
が速く、固体よりなるので、外部衝撃に強く、しかも、使用温度範囲が広く、製造方法が
単純であり、安価であるという長所を有する。
【０００５】
　図１は、従来技術に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【０００６】
　図１を参照すると、基板１００を用意し、基板１００上に有機電界発光素子１１０を形
成する。有機電界発光素子１１０は、第１電極と、少なくとも発光層を含む有機膜層と、
第２電極とを備える。
【０００７】
　また、有機電界発光素子１１０は、半導体層と、ゲート電極と、ソース／ドレイン電極
とを含む薄膜トランジスタをさらに含むことができる。
【０００８】
　次に、封止基板１２０を用意し、基板１００または封止基板１２０の一面にガラスフリ
ット１３０を形成し、基板１００と封止基板１２０とを張り合わせる。
【０００９】
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　その後、ガラスフリット１３０にレーザーを照射し、ガラスフリット１３０を溶融し固
化することによって、従来技術に係る有機電界発光表示装置を製造する。
【００１０】
　しかしながら、ガラスフリットは、技術的限界に起因して現在１４μｍ程度で形成して
いるが、ガラスフリットを用いて基板と封止基板とを封止する場合、封止基板の中心部が
下部側に７－８μｍ程度垂下して封止基板が曲率を有するようになる。これにより、基板
と封止基板との間隔が一定にならず、封止基板の発光面に同心円状の縞が現れるニュート
ンリング現象が発生するという問題点がある。
【００１１】
　また、有機電界発光表示装置の内部は、Ｎ２などの不活性気体が満たされている空間で
あって、外部の衝撃により容易に損傷されるという問題点がある。
【００１２】
　前述のような問題点を補完するために、有機電界発光表示装置の内部にウレタンアクリ
ルなどからなるシール材を満たす方法を使用してニュートンリング現象及び外部衝撃によ
る損傷を防止できるが、このような方法は、基板と封止基板とを張り合わせる工程におい
て有機電界発光表示装置の内部に満たされているシール材がガラスフリットに接触して汚
染を引き起こす。
【００１３】
　したがって、ガラスフリットにレーザーを照射する場合、有機物であるシール材がレー
ザーの高熱により損傷され、これにより、ガラスフリットの損傷をもたらし、基板との接
着力が低下するという問題点がある。
【特許文献１】特開平１１－３２９７１７号公報
【特許文献２】特開平９－１３４７８１号公報
【特許文献３】特開２００４－００３４４６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明は、前述のような従来技術の諸々の問題点を解決するためになされたも
ので、その目的は、基板と封止基板とをガラスフリットで封止する場合に、ガラスフリッ
トの接着力が低下することを防止できる有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記目的を達成するために、本発明の一態様に係る有機電界発光表示装置は、画素領域
及び非画素領域を有する基板と、前記画素領域の基板上に位置する有機電界発光素子と、
前記基板を封止する封止基板と、前記基板と前記封止基板との間に位置し、かつ前記有機
電界発光素子を覆うシール材と、を備え、前記非画素領域は、前記封止基板の一面に位置
し、かつ前記シール材の外周に沿って位置する溝と、前記基板と前記封止基板との間に位
置し、かつ前記溝の外周に沿って位置するガラスフリットと、を含み、前記シール材は、
前記基板と封止基板との間の前記溝で囲まれる領域を前記ガラスフリットに接することな
く満たすことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の他の態様に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、前記請求項１－１
１に記載の有機電界発光表示装置を製造するための方法であって、画素領域及び非画素領
域を有する基板を用意する段階と、前記画素領域の基板上に有機電界発光素子を形成する
段階と、前記基板に対向する封止基板を用意する段階と、前記基板の画素領域を取り囲む
領域に対応する前記非画素領域の封止基板の一部領域に溝を形成する段階と、前記封止基
板の前記溝で定義された領域の外側にガラスフリットを形成する段階と、前記封止基板の
前記溝で定義された領域内にシール材を形成する段階と、前記シール材が前記基板と封止
基板との間の前記溝で囲まれる領域を前記ガラスフリットに接することなく満たすように
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前記基板と前記封止基板とを張り合わせる段階と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の有機電界発光表示装置及びその製造方法によれば、基板と封止基板とをガラス
フリットで封止する場合に、ガラスフリットの接着力が低下することを防止することがで
きるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。下記の実施
形態は、当業者に本発明の思想が十分に伝達され得るようにするために一例として提示さ
れるものである。したがって、本発明は、下記の実施形態に限らず、様々な変形が可能で
ある。なお、図面において、層及び領域の長さや厚みは、明確性を図るために誇張されて
表現されることがある。本明細書において、同一の参照番号は、同一の構成要素を示す。
【００１９】
　図６Ａ－図６Ｅは、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す図面である。
【００２０】
　一般的に、有機電界発光表示装置は、電流が提供される配列に依存する２つの基本的な
タイプでグループを形成することができる。図６Ａは、パッシブマトリクス形態の有機電
界発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＯＬ
ＥＤ）１０００の簡単な構造を概略的に示す斜視図である。また、図６Ｂは、アクティブ
マトリクス形態の有機電界発光表示装置１００１の簡単な構造を概略的に示す斜視図であ
る。有機電界発光表示装置１０００、１００１の構成は、基板１００２上に形成された有
機電界発光画素を含み、有機電界発光画素は、アノード１００４と、カソード１００６と
、有機膜層１０１０とを含む。ここで、適切な電圧がアノード１００４に印加される時、
電流は、画素を流れて貫通するようになり、可視光線が有機膜層から放出される。
【００２１】
　まず、図６Ａを参照すれば、パッシブマトリクス有機電界発光表示装置（Ｐａｓｓｉｖ
ｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ｐ
ＭＯＬＥＤ）は、一般的にストリップ形態のカソード１００６とこれに垂直となるように
配列されたストリップ形態のアノード１００４との間に介在された有機膜層を含む。この
とき、カソード１００６とアノード１００４の交差により個々のＯＬＥＤ画素が定義され
、アノード１００４とカソード１００６に該当する適切な励起子により光が生成される。
パッシブマトリクス有機電界発光表示装置は、簡単に製作できるという利点を提供する。
【００２２】
　次に、図６Ｂを参照すれば、アクティブマトリクス有機電界発光表示装置（Ａｃｔｉｖ
ｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ａ
ＭＯＬＥＤ）は、基板１００２とＯＬＥＤ画素アレイとの間に駆動回路１０１２を含む。
ＡＭＯＬＥＤの個々の画素は、共通のカソード１００６及び電気的に断絶された各々のア
ノード１００４により定義される。各駆動回路１０１２は、ＯＬＥＤ画素のアノード１０
０４と結合され、データライン１０１６及びスキャンライン１０１８に連結される。例え
ば、スキャンライン１０１８は、駆動回路の選択された線にスキャン信号を供給し、デー
タライン１０１６は、特定の駆動回路にデータ信号を供給する。データ信号及びスキャン
信号は、これらの該当画素から光を放出するために、アノード１００４を反応させる駆動
回路１０１２に信号を印加する。
【００２３】
　前述したＡＭＯＬＥＤにおいて駆動回路１０１２、データライン１０１６及びスキャン
ライン１０１８は、画素アレイと基板１００２との間に介在された平坦化膜１０１４で覆
われる。平坦化膜１０１４は、ＯＬＥＤ画素アレイ上に平坦な表面を提供する。平坦化膜
１０１４は、有機物または無機物で形成されることができ、単一層または二重層で形成さ
れることができる。駆動回路１０１２は、薄膜トランジスタと一緒に形成され、ＯＬＥＤ
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画素アレイの下部に格子で配列される。駆動回路１０１２は、部分的に有機物質で形成さ
れた有機薄膜トランジスタを含む。このようなＡＭＯＬＥＤは、速い応答速度を有するだ
けでなく、パッシブマトリクスＯＬＥＤよりも消費電力が低いという利点がある。
【００２４】
　ＰＭＯＬＥＤとＡＭＯＬＥＤの共通的な特徴を考察すれば、基板１００２は、ＯＬＥＤ
画素及び回路を構造的に支持する。基板１００２は、プラスチック、ガラスまたは不透明
物質を含むことができる。ＯＬＥＤ画素またはダイオードは、アノード１００４と、カソ
ード１００６と、アノード１００４とカソード１００６との間に介在される有機膜層１０
１０とから構成される。ここで、適切な電圧がアノード１００４に印加される場合、カソ
ード１００４は、電子を放出し、アノード１００４は、正孔を放出する。これとは異なっ
て、基板１００２上にカソードが形成され、アノードが反対側に配列されるインバーテッ
ド構造もあり得る。
【００２５】
　カソード１００６とアノード１００４との間に少なくとも１つ以上の有機膜層が介在さ
れる。より詳細には、カソード１００６とアノード１００４との間に少なくとも１つ以上
の発光層が介在される。発光層は、１つ以上の有機化合物を含むことができる。通常、発
光層は、青色、緑色、赤色または白色のような単一色の可視光線を発光する。このとき、
有機膜層１０１０は、カソード１００６とアノード１００４との間に形成され、光を放出
する役割をする。また、カソード１００６とアノード１００４との間に正孔輸送層、正孔
注入層、電子輸送層及び電子注入層をさらに含むことができる。
【００２６】
　正孔輸送層または正孔注入層は、発光層としての有機膜層１０１０とアノード１００４
との間に位置することができる。また、電子輸送層または電子注入層は、カソード１００
６と有機膜層１０１０との間に位置することができる。電子注入層は、カソード１００６
から電子を注入するための仕事関数を低減し、有機膜層１０１０への電子注入を円滑にす
る。同様に、正孔注入層は、アノード１００４から発光層への正孔注入を円滑にする。正
孔注入層と電子注入層は、各々電極から発光層にキャリアの移動を円滑にする。
【００２７】
　一実施形態としては、１つの層をもって電子注入及び輸送の役割または正孔注入及び輸
送の役割を共に行なわせることができる。また、他の実施形態としては、これらの１つま
たはそれ以上の役割を省略するようにしてもよい。また、少なくとも１つ以上の有機膜層
は、キャリアの注入または輸送を助ける１つ以上の物質がドープされてもよい。ここで、
１つの有機膜層がカソードとアノードとの間に形成される場合には、有機膜層は、有機発
光化合物だけでなく、キャリアの注入または輸送を助ける機能性物質を含むことができる
。このとき、発光層を含んでこの層内に使用され得るように開発された数多くの有機物質
を含ませることができる。また、発光層内に使用できる多くの有機物質が開発されている
。一実施形態として、このような有機物質は、オリゴマー重合体を含む高分子物質であっ
てもよい。また、発光層の有機物質は、微細な小さい分子であってもよい。
【００２８】
　また、電気回路は、カソード１００６とアノード１００４との間に適切なエネルギーを
提供する。これは、アノード１００４の間に介在された有機膜を介してカソード１００６
に流れる電流として供給される。このとき、カソード１００６は、隣接する有機膜層１０
１０に電子を提供し、アノード１００４は、有機膜層１０１０に正孔を注入する。ここで
、正孔と電子とは、有機膜層１０１０で再結合し、“励起子”を生成する。励起子は、有
機膜層１０１０内の有機発光物質にエネルギーを提供し、そのエネルギーは、有機発光物
質から光を発光するのに使われる。ＯＬＥＤ１０００、１００１により生成され放出され
る光の特性は、有機膜層内の有機分子の性質及び構成によって変えることができる。
【００２９】
　ＯＬＥＤは、光の発光方向によって分類される。前面発光ＯＬＥＤと呼ばれるタイプは
、カソードまたは上部電極１００６を介してイメージを表示する。このとき、カソード１
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００６は、可視光線を透過させる程度に透明な物質で形成される。また、アノードまたは
下部電極１００４を介して光の損失を防ぐために、アノードは、光を反射できる物質で形
成される。他のタイプのＯＬＥＤは、アノードまたは下部電極１００４を介して光を放出
する背面発光タイプである。背面発光ＯＬＥＤにおいて、アノード１００４は、光を透過
できる程度に透明な物質で形成される。また、カソード１００６は、光を反射できる物質
で形成される。さらに他のタイプのＯＬＥＤは、アノード１００４とカソード１００６の
両方の方向に光を放出するものであって、基板が透明な物質で形成される。
【００３０】
　次に、図６Ｃを参照すれば、多数のＯＬＥＤ画素を含むＯＬＥＤ画素アレイ１０２１は
、基板１００２上に形成される。アレイ１０２１の画素は、駆動回路によってオン／オフ
され、画素の大部分は、アレイ１０２１により全体のディスプレイ情報またはイメージが
制御される。また、ＯＬＥＤ画素アレイ１０２１は、発光領域及び非発光領域を定義する
ための他の構成要素により配列される。すなわち、発光領域は、ＯＬＥＤ画素アレイ１０
２１が形成された基板１００２上の領域であり、非発光領域は、発光領域以外の領域であ
る。非発光領域は、ロジックまたは電力供給回路を含むことができる。また、ＡＭＯＬＥ
Ｄにおいて、駆動回路と、駆動回路と結合されるデータ及びスキャンラインは、ＡＭＯＬ
ＥＤの各画素を駆動及び制御するために発光領域に拡張されることができる。
【００３１】
　ＯＬＥＤは、有機物質層が水分、酸素または他の有害なガスにより損傷または低下する
ことを考慮して製作される。したがって、ＯＬＥＤは、水分、酸素または他の有害なガス
が侵入することを防止できるように接合させたり、封止させたりする。
【００３２】
　ここで、図６Ｄは、図６ＣのＤ－Ｄにおける断面図である。同図を参照すれば、ＯＬＥ
Ｄ画素アレイ１０２１を密閉させるために、上部基板１０６１と下部基板１００２とをシ
ール材１０７１を用いて封止する。一実施形態として、上部基板１０６１または下部基板
１００２に１つ以上の層を形成し、上部または下部基板１０６１、１００２をシール材１
０７１で封止する。この際、シール材１０７１は、ＯＬＥＤ画素アレイ１０２１の周辺に
沿って下部または上部基板１００２、１０６１に位置する。
【００３３】
　このとき、シール材１０７１は、後述するフリット物質で形成される。上部または下部
基板１０６１、１００２は、酸素または水分による露出からＯＬＥＤ画素アレイ１０２１
を保護できるようにするために、プラスチック、ガラス、金属箔などのような物質を含む
。例えば、上部基板１０６１と下部基板１００２のうち少なくとも一方は、全体的に透明
な物質で形成される。
【００３４】
　したがって、ＯＬＥＤの寿命を長くするために、上部基板１０６１、下部基板１００２
及びシール材１０７１は、酸素と水蒸気を遮断する領域１０８１を提供する。一適用例と
して、上部と下部基板１０６１、１００２を結合するフリット物質からなるシール材１０
７１は、１０－３ｃｃ／ｍ２ｄａｙの酸素遮断能力と１０－６ｇ／ｍ２ｄａｙの水分遮断
能力を示す。このとき、一部の酸素と湿気は、遮断領域１０８１内に侵入するので、遮断
領域１０８１内に酸素と水分を吸収できる物質を形成しておく。
【００３５】
　次に、図６Ｄに示されているように、シール材１０７１は、上部または下部基板１０６
１、１００２の表面に平行な方向に厚みとなる幅Ｗを有する。このとき、その幅Ｗは、３
００－３０００μｍの大きさを有することができる。好ましくは、その幅Ｗは、５００－
１５００μｍの大きさを有することができる。また、幅Ｗは、シール材１０７１の他の位
置で様々な大きさに多様化される。例えば、シール材１０７１の幅は、下部基板と上部基
板１００２、１０６１のうちいずれか一方に当接する領域のシール材１０７１の幅を最も
大きくするようにすることができる。
【００３６】
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　また、図６Ｄに示されているように、シール材１０７１は、上部または下部基板１０６
１、１００２の表面に垂直な方向に幅となる高さＨを有する。このとき、その高さＨは、
２－３０μｍの大きさを有することができる。好ましくは、その高さＨは、１０－１５μ
ｍの大きさである。また、シール材１０７１の位置による高さは様々な大きさに多様化さ
れる。
【００３７】
　一実施形態として、シール材１０７１は、一般的な断面を有する。しかし、シール材１
０７１は、必要に応じて方形、台形または円形の多様な断面形態を有することができる。
この際、密封力を高めるために、一般的に下部または上部基板１００２、１０６１に直接
接触するシール材１０７１の領域を増加させることができる。一実施形態として、シール
材の形態は、界面積が増加し得るように形成することができる。
【００３８】
　シール材１０７１は、ＯＬＥＤアレイ１０２１に直ぐに隣接するように位置することが
でき、ＯＬＥＤアレイ１０２１から離隔された空間に位置することができる。一例として
、シール材１０７１は、ＯＬＥＤアレイ１０２１の周囲を包囲するために一般的に線形に
形成される。また、シール材１０７１は、ＯＬＥＤアレイ１０２１の境界に平行するよう
に連結されることができる。他の実施形態として、シール材１０７１は、ＯＬＥＤアレイ
１０２１の境界に平行しないように位置することができる。このとき、シール材１０７１
の少なくとも一部は、上部基板１０６１と下部基板１００２との間に位置する。
【００３９】
　前述したように、シール材１０７１は、微細ガラス粒子を含むフリット物質または単に
“フリット”または“ガラスフリット”で形成される。フリット粒子は、酸化マグネシウ
ム（ＭｇＯ）、酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸化バリウム（ＢａＯ）、酸化リチウム（Ｌ
ｉ２Ｏ）、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）、酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）、酸化ホウ素（Ｂ２Ｏ

３）、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化テルル（ＴｅＯ２）、酸
化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化鉛（ＰｂＯ）、酸化
スズ（ＳｎＯ）、酸化リン（Ｐ２Ｏ５）、酸化ルテニウム（Ｒｕ２Ｏ）、酸化ロジウム（
Ｒｈ２Ｏ）、酸化フェライト（Ｆｅ２Ｏ３）、酸化銅（ＣｕＯ）、酸化チタニウム（Ｔｉ
Ｏ２）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビスマス（Ｂｉ２Ｏ３）、酸化アンチモン（
Ｓｂ２Ｏ３）、ホウ酸鉛ガラス、リン酸スズガラス、バナジン酸ガラス、及びホウケイ酸
ガラスよりなる群から選ばれた一種又はそれ以上の物質からなることができる。また、粒
子サイズは、２－３０μｍであることができ、好ましくは、５－１０μｍであることがで
きる。粒子は、シール材１０７１に接触する上部及び下部基板１０６１、１００２間の間
隔分だけ大きくすることもできる。
【００４０】
　シール材１０７１を形成するためのフリット物質は、１つ以上の充填物または添加物を
含むことができる。充填物または添加物は、シール材の熱膨張特性を調整し、選択された
周波数による吸収特性を調整するためである。また、充填物または添加物は、フリットの
熱膨張系を調整するために添加された充填物をさらに含むことができる。例えば、充填物
または添加物は、遷移金属、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、マンガン（Ｍｎ）、コバルト
（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）及びバナジウムを含むことができる。また、付加的に充填物または
添加物は、ＺｎＳｉＯ４、ＰｂＴｉＯ３、ＺｒＯ２及びユークリプタイト（ｅｕｃｒｙｐ
ｔｉｔｅ）をさらに含むことができる。
【００４１】
　フリット物質は、２０－９０ｗｔ％のガラス粒子を含み、残りとして充填物または添加
物を含む。また、フリットペーストは、１０－３０ｗｔ％の有機物質及び７０－９０％の
無機物を含む。また、フリットペーストは、２０ｗｔ％の有機物質及び８０ｗｔ％の無機
物質を含むことができる。また、有機物質は、０－３０ｗｔ％のバインダー及び７０－１
００ｗｔ％のソルベントを含むことができる。また、有機物質は、１０ｗｔ％のバインダ
ー及び９０ｗｔ％ソルベントを含むことができる。また、無機物質は、０－１０ｗｔ％添
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加物と、２０－４０ｗｔ％の充填物、及び５０－８０ｗｔ％のガラスパウダーを含むこと
ができる。また、無機物質は、０－５ｗｔ％の添加物と、２５－３０ｗｔ％の充填物及び
６５－７５ｗｔ％のガラスパウダーを含むことができる。
【００４２】
　シール材を形成するためにまずフリットペーストを形成する。フリットペーストは乾燥
フリット物質に液体物質を追加することによって形成する。添加物を含むか、含まない有
機または無機ソルベントは、液体物質として利用することができる。一実施形態として、
ソルベントは、１つ以上の有機化合物を含む。例えば、適用可能な有機化合物は、エチル
セルロース（ｅｔｈｙｌｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）、ニトロセルロース（ｎｉｔｒｏ　ｃｅｌ
ｌｕｌｏｓｅ）、ヒドロキシルプロピルセルロース（ｈｙｄｒｏｘｙｌ　ｐｒｏｐｙｌ　
ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）、ブチルカルビトールアセテート（ｂｕｔｙｌ　ｃａｒｂｉｔｏｌ
　ａｃｅｔａｔｅ）、テルピネオール（ｔｅｒｐｉｎｅｏｌ）、ブチルセルロース（ｂｕ
ｔｙｌ　ｃｅｌｌｕｓｏｌｖｅ）、アクリレート（ａｃｒｙｌａｔｅ）化合物が挙げられ
る。また、前記シール材１０７１は、このように形成したフリットペーストを上部または
下部基板１０６１、１００２に適用することができる。
【００４３】
　一実施形態として、シール材１０７１を形成するためにまずフリットペーストを形成す
る。次に、シール材１０７１は、上部及び下部基板１０６１、１００２のいずれか一方に
フリットペーストを載置し、前処理または前焼成して形成する。このとき、上部基板１０
６１と下部基板１００２との間に介在されるシール材１０７１は、部分的に加熱され溶融
される。次に、ＯＬＥＤ画素アレイ１０２１が酸素または水分に露出されることを防止す
るために、シール材１０７１が固体化され、上部基板１０６１と下部基板１００２とを結
合する。
【００４４】
　このとき、フリットシール材に選択的に熱を加えるために、レーザーまたは赤外線ラン
プのように光を照射する方法を利用する。上記のように、シール材１０７１を形成するた
めのフリット物質は、シール材１０７１を形成するためのフリット物質に熱を加えて溶け
る特性を改良するために選択された１つ以上の添加剤または充填剤を含むことができる。
【００４５】
　次に、図６Ｅを参照すれば、多数の分離されたＯＬＥＤ画素１０２１は、共通の下部基
板１１０１上に形成される。一実施形態として、各ＯＬＥＤアレイ１０２１は、形成され
たシール材１０７１によって周囲が取り囲まれる。また、共通の上部基板は、ＯＬＥＤ画
素１０２１が形成された共通の下部基板１１０１を覆い、フリットペーストは、共通の下
部基板１１０１と共通の上部基板との間に介在される。したがって、ＯＬＥＤアレイ１０
２１は、に開示された工程により封止され完成される。
【００４６】
　図２－図５は、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【００４７】
　図２に示すように、画素領域Ｉ及び非画素領域ＩＩを有する基板２００を用意する。基
板２００は、絶縁ガラス、プラスチックまたは導電性基板を使用することができる。
【００４８】
　次に、基板２００の画素領域Ｉ上に有機電界発光素子２１０を形成する。有機電界発光
素子２１０は、第１電極２２０と、少なくとも発光層を含む有機膜層２３０と、第２電極
２４０と、を含むことを特徴とする。
【００４９】
　有機電界発光素子２１０において、第１電極２２０は、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ
　Ｏｘｉｄｅ）またはＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）を使用することが
できる。また、前面発光構造の場合、反射膜をさらに含むことができる。
【００５０】
　有機膜層２３０は、少なくとも発光層を含み、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層ま
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たは電子注入層重のうちいずれか１つ以上の層を追加的に含むことができる。
【００５１】
　第２電極２４０は、仕事関数が低いＭｇ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃａ及びこれらの合金のうちい
ずれか１つ以上を使用することができる。
【００５２】
　また、有機電界発光素子２１０は、半導体層と、ゲート電極と、ソース／ドレイン電極
とを含む薄膜トランジスタをさらに含むことができる。
【００５３】
　薄膜トランジスタは、半導体層の上部にゲート電極が形成されるトップ（ｔｏｐ）ゲー
ト構造の薄膜トランジスタを形成することができ、これとは異なって、ゲート電極が半導
体層の下部に位置するボトム（ｂｏｔｔｏｍ）ゲート構造の薄膜トランジスタを形成する
ことができる。
【００５４】
　次に、有機電界発光素子２１０を覆う保護膜２５０を形成することができる。保護膜２
５０は、有機電界発光素子２１０を外部の物理的・化学的刺激から保護するための膜であ
って、有機膜、無機膜またはこれらの複合膜で形成することができる。
【００５５】
　次に、図３に示すように、封止基板２６０を用意する。封止基板２６０は、絶縁ガラス
またはプラスチックである。次に、封止基板２６０の一部領域に溝（ｇｒｏｏｖｅ）２７
０を形成する。より詳細には、溝２７０は、基板２００の画素領域Ｉを取り囲む領域に対
応する封止基板２６０の一面に形成される。好ましくは、画素領域Ｉを完全に取り囲むよ
うに形成する。
【００５６】
　このとき、溝２７０は、エッチング（ｅｔｃｈｉｎｇ）、サンドブラスト（ｓａｎｄ　
ｂｌａｓｔｉｎｇ）またはモールディング（ｍｏｌｄｉｎｇ）法を使用して形成すること
ができるが、これに限定されるものではない。また、溝２７０の形状は、限定されないが
、シール材がある領域は、その角が緩慢なので、シール材が溝に流れ込むことが容易であ
り、ガラスフリットがある領域は、その角が垂直に形成されていて、流れ込むシール材が
ガラスフリットに接触することが難しいように形成することが好ましい。
【００５７】
　さらに、溝２７０は、２０－３００μｍの深さｄを有するように形成することが好まし
い。これは、溝２７０の深さｄが２０μｍ以内なら、後続して形成されるシール材が溝を
満たしながらガラスフリットに接触することができる。また、溝２７０の深さｄが３００
μｍ以上なら、封止基板２６０の耐久性が低下するという問題点がある。また、溝２７０
は、０．１－５ｍｍの幅ｗを有するように形成することが好ましい。これは、溝２７０の
幅が０．１ｍｍ以内なら、後続して形成されるシール材が溝を満たしながらガラスフリッ
トに接触することができる。また、溝２７０の幅が５ｍｍ以上なら、有機電界発光表示装
置が無駄に大きくなるという問題点がある。
【００５８】
　次に、封止基板２６０の溝２７０の外周に沿ってガラスフリット２８０を形成する。ガ
ラスフリットは、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸化バリウ
ム（ＢａＯ）、酸化リチウム（Ｌｉ２Ｏ）、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）、酸化カリウム
（Ｋ２Ｏ）、酸化ホウ素（Ｂ２Ｏ３）、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化亜鉛（ＺｎＯ
）、酸化テルル（ＴｅＯ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、二酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ２）、酸化鉛（ＰｂＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ）、酸化リン（Ｐ２Ｏ５）、酸化ルテニウ
ム（Ｒｕ２Ｏ）、酸化ロジウム（Ｒｈ２Ｏ）、酸化フェライト（Ｆｅ２Ｏ３）、酸化銅（
ＣｕＯ）、酸化チタニウム（ＴｉＯ２）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビスマス（
Ｂｉ２Ｏ３）、酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３）、ホウ酸鉛ガラス、リン酸スズガラス、バ
ナジン酸ガラス、及びホウケイ酸ガラスよりなるグループから選択された１種の物質また
はこれらのいずれかの物質の組み合わせよりなることができる。また、ガラスフリット２
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８０は、スクリーン印刷法またはディスフェンシング法で形成することができる。このと
き、ガラスフリットの高さは、１０－３００μｍで形成することが好ましい。これは、ガ
ラスフリット２８０の高さが１０μｍ以下なら、封止基板２６０と有機電界発光素子２１
０とが接触し、素子の信頼性を低下させることができ、ガラスフリット２８０の高さが３
００μｍ以上なら、有機電界発光表示装置の厚さが無駄に厚くなるという問題点があるか
らである。
【００５９】
　次に、封止基板２６０の溝２７０により定義された領域内にシール材２９０を形成する
。形成されたシール材２９０は、基板２００の画素領域Ｉに対応して位置する。
【００６０】
　この際、シール材２９０は、ＵＶ硬化型または熱硬化型の物質を使用することができ、
例えば、アクリル系樹脂またはポリイミド系樹脂を使用することができるが、好ましくは
、ウレタンアクリルを使用することができる。
【００６１】
　また、シール材２９０は、透明シール材であることが好ましい。これにより、有機電界
発光素子２１０から放出される光は、封止基板２６０を介して外部に放出されることがで
きる。すなわち、前面発光型有機電界発光表示装置を具現することができる。しかし、こ
れに限定されるものではなく、基板２００を介して光を放出する背面発光型または基板２
００及び封止基板２６０の両方を介して光を放出する両面発光型有機電界発光表示装置を
具現することも可能である。
【００６２】
　次に、図４に示すように、ガラスフリット２８０及びシール材２９０が形成された封止
基板２６０をガラスフリット２８０及びシール材２９０が基板２００に向けるように配置
し、基板２００と封止基板２６０に圧力を加えることによって、図５に示されたように、
基板２００と封止基板２６０とを張り合わせる。
【００６３】
　このとき、シール材２９０は、基板２００上に形成された有機電界発光素子２１０を覆
うようになる。同時に、シール材２９０は、圧力により画素領域Ｉの外側方向に押し出さ
れる。しかし、外側方向に押し出されるシール材２９０は、溝２７０に直面し、溝２７０
を満たしながら外側への進行が阻止されるようになる。
【００６４】
　これにより、ガラスフリット２８０にまでシール材２９０が押し出される現象を防止し
て、ガラスフリット２８０が汚染されることを防止することができる。言い換えれば、溝
２７０を形成することによって、シール材２９０が形成される領域を容易に制御すること
ができる。したがって、ガラスフリット２８０が汚染されることを防止することができる
ので、後続してガラスフリットにレーザーを照射する時、シール材がレーザーの高熱に損
傷され、ガラスフリットが剥離されるという問題点を防止することができる。
【００６５】
　次に、ガラスフリット２８０にレーザーを照射し、ガラスフリット２８０を溶融し固化
することによって、基板２００と封止基板２６０とを接着する。
【００６６】
　次に、シール材２９０に熱またはＵＶを照射することによって、シール材２９０を硬化
させる。
【００６７】
　本発明の実施形態では、ガラスフリットにレーザーを照射した後、シール材にＵＶを照
射して硬化したが、これとは異なって、シール材にＵＶを照射しシール材を硬化させた後
、ガラスフリットにレーザーを照射してガラスフリットを溶融し固化することができる。
【００６８】
　これにより、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置が完成される。
【００６９】
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　上記のように、封止基板の一部領域に溝を形成することによって、シール材がガラスフ
リットを汚染させることを防止することができるので、ガラスフリットにレーザーを照射
する時、レーザーの高熱によりシール材が損傷され、これにより、ガラスフリットが剥離
されて接着力が低下してしまうことを防止することができる。
【００７０】
　以上において説明した本発明は、本発明が属する技術の分野における通常の知識を有す
る者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形及び変更が
可能であるので、上述した実施形態及び添付された図面に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、平板型表示装置の製造に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】従来の有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図６Ａ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【図６Ｂ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【図６Ｃ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【図６Ｄ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【図６Ｅ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７３】
　　１００、２００　　基板、
　　２１０　　有機電界発光素子、
　　２２０　　第１電極、
　　２３０　　有機膜層、
　　２４０　　第２電極、
　　２５０　　保護膜、
　　２６０　　封止基板、
　　２７０　　溝、
　　２８０　　ガラスフリット、
　　２９０　　シール材、
　　１０００、１００１　　有機電界発光表示装置、
　　１００２　　基板、
　　１００４　　アノード、
　　１００６　　カソード、
　　１０１０　　有機膜層、
　　１０１２　　駆動回路、
　　１０１４　　平坦化膜、
　　１０１６　　データライン、
　　１０１８　　スキャンライン、
　　１０２１　　ＯＬＥＤ画素アレイ、
　　１０７１　　シール材。



(13) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図１】

【図２】



(14) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図３】

【図４】



(15) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図５】



(16) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図６Ａ】



(17) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図６Ｂ】



(18) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】



(19) JP 4672677 B2 2011.4.20

【図６Ｅ】



(20) JP 4672677 B2 2011.4.20

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－００８８５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／０９５５９７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００１－２３７０６６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　５１／５０－５１／５６　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／３２　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／００－３３／２８　　　　
              Ｇ０９Ｆ　　　９／３０　　　　
              　　
              　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／１０　　　　



专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 JP4672677B2 公开(公告)日 2011-04-20

申请号 JP2007008432 申请日 2007-01-17

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星エスディアイ株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星移动显示的股票会社

[标]发明人 朴鎭宇

发明人 朴 鎭 宇

IPC分类号 H05B33/04 H01L51/50 H05B33/10 G09F9/30 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5253 H01L51/524 H01L51/5246

FI分类号 H05B33/04 H05B33/14.A H05B33/10 G09F9/30.309 G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC24 3K107/CC25 3K107/CC31 3K107/CC45 3K107/EE03 3K107
/EE42 3K107/EE46 3K107/EE55 3K107/FF15 3K107/GG07 3K107/GG11 3K107/GG12 3K107/GG14 
3K107/GG37 5C094/AA47 5C094/BA27 5C094/DA07 5C094/FB06

审查员(译) 中山 佳美

优先权 1020060007961 2006-01-25 KR
1020060034899 2006-04-18 KR

其他公开文献 JP2007200884A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：当用玻璃料密封基板和密封基板时，防止玻璃料的附着
力降低。解决方案：有机电致发光显示器设置有具有像素区域I和非像素
区域II的基板200，位于像素区域的基板上的有机电致发光元件210，用
于密封基板的密封基板260，以及密封材料290位于基板和密封基板之间
并覆盖有机电致发光元件。非像素区域设置有凹槽270，其位于密封基板
的一个面上并且沿着密封材料的外周定位，并且玻璃料280位于基板和密
封基板之间并且定位在玻璃料280上。沿着凹槽的外周边。Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2da33840-dd1e-47d7-a57a-423c42bcd8ba
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037913546/publication/JP4672677B2?q=JP4672677B2

